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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年4月23日(2009.4.23)

【公開番号】特開2006-279048(P2006-279048A)
【公開日】平成18年10月12日(2006.10.12)
【年通号数】公開・登録公報2006-040
【出願番号】特願2006-86234(P2006-86234)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/335    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ   5/335   　　　Ｕ

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月9日(2009.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型の半導体基板と、
　前記基板の所定深さに形成されて前記半導体基板を前記第１導電型の上部基板領域及び
下部基板領域に分離する第２導電型のディープウェルと、
　入射光に対応して電荷を蓄積する複数の単位画素と、を含み、
　前記各単位画素は、前記各単位画素別に分離された第１導電型のイオン注入領域をそれ
ぞれ含み、
　前記複数の単位画素のうち少なくとも一つの単位画素は、前記第１導電型のイオン注入
領域下部に位置して前記第１導電型のイオン注入領域外側に延長されて隣接画素の前記第
１導電型のイオン注入領域と電気的に分離された第１導電型の上部基板領域を含むことを
特徴とするイメージセンサ。
【請求項２】
　前記少なくとも一つの単位画素は前記複数の単位画素に入射する入射光のうち最も長波
長の入射光に対応して電荷を蓄積することを特徴とする請求項１に記載のイメージセンサ
。
【請求項３】
　前記第１導電型の上部基板領域は第２導電型の第１分離ウェルにより画定されることを
特徴とする請求項１または２に記載のイメージセンサ。
【請求項４】
　前記複数の単位画素は、レッド領域の波長、グリーン領域の波長及びブルー領域の波長
の入射光に対応して電荷を蓄積するレッド単位画素、グリーン単位画素及びブルー単位画
素を含み、前記少なくとも一つの単位画素はレッド単位画素であることを特徴とする請求
項１から３の何れか一項に記載のイメージセンサ。
【請求項５】
　前記グリーン及びブルー単位画素は前記第１導電型のイオン注入領域のみを含むことを
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特徴とする請求項４に記載のイメージセンサ。
【請求項６】
　前記レッド単位画素に含まれる前記第１導電型の上部基板領域の面積が、前記グリーン
及びブルー単位画素に含まれる前記第１導電型の上部基板領域の面積より広いことを特徴
とする請求項４または５に記載のイメージセンサ。
【請求項７】
　前記グリーン単位画素に含まれる前記第１導電型の上部基板領域の面積は、前記ブルー
単位画素に含まれる前記第１導電型の上部基板領域の面積より広いことを特徴とする請求
項４から６の何れか一項に記載のイメージセンサ。
【請求項８】
　前記レッド、グリーン及びブルー単位画素はベイヤー型に配列されたことを特徴とする
請求項４から７の何れか一項に記載のイメージセンサ。
【請求項９】
　前記第１導電型のイオン注入領域は第２導電型の第２分離ウェルにより前記各単位画素
別に分離されることを特徴とする請求項１から８の何れか一項に記載のイメージセンサ。
【請求項１０】
　前記第２導電型の第２分離ウェルは前記第１導電型のイオン注入領域と実質的に同じで
あるかさらに深い位置まで形成されることを特徴とする請求項１から９の何れか一項に記
載のイメージセンサ。
【請求項１１】
　前記第１導電型の上部基板領域は少なくとも一部が前記第２分離ウェルとオーバーラッ
プすることを特徴とする請求項１から１０の何れか一項に記載のイメージセンサ。
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